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Pontos quanticos auto-organizados (QDs) podem ser a contribuicao mais promissora da fisica do estado solido para a computacao quantica. Assim, é
desejavel que algumas propriedades QD, tails como a como energia de emissao, alinhamento de banda e fator-g, sejam manipulaveis. Neste trabalho
estudamos os estados eletronicos dos pontos guanticos auto-organizados de InAsP/GaAs usando experimentos de fotoluminescéncia (PL), fototransmissao
modulada (PT), a anisotropia de forma com a fotoluminescéncia linearmente polarizada (PLP) e o alinhamento de bandas com a magnetofotoluminescéncia
(MPL). A partir de medidas em funcao da temperatura e poténcia de excitacao, pode-se identificar as contribuicoes da wetting layer (WL) nos espectros de

PL.
EXPERIMENTO

Amostras
MOCVD:;

QDs crescidos em GaAs (100):
A - InAs
B - InNAsP
C - InAsP
D—InP
E-InP

Medidas de PL

Fotoluminescéncia como funcao da
temperatura e poténcia de excitacao;
473 nm laser, 2 a 30 W/cm?;
Temperaturas de 15 K a 290 K;
Ajustes gaussianos;

Medidas de PT

Lock-in amplifier
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Segunda contribuicao em energia nas
amostras de InAsP para temperaturas
acima de 100 K;
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Laser de 633 nm, modulado a 220 Hz:
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A energia da WL decresce da amostra A
para a amostra D.

Medidas de PLP

« As amostras de InAsP apresentaram
anisotropia de forma do plano

Conclusoes

Medidas de PL mostram evidéncias de estados
excitados para QDs de InAsP / GaAs;

O WL foi identificado pela primeira vez em QDs
de InAsP/GaAs e InP/GaAs usando macro-PL
convencional;

A PT confirmou os dados obtidos pela PL;

Os QDs de InAsP/GaAs apresentam morfologia
eliptica no plano;

Presenca do efeito tipo Aharanov-Bohm para
amostras C — alinhamento de bandas do tipo Il
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Espectros de PL como funcao da
poténcia de excitacao para as amostras
A, B, CeD.
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